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@ Flussigkristallzelle 

Bei einer Flussigkristallzelle mit im Abstand zueinander 
angeordneten Substraten, die zwischen sich einen mit Flus- 
sig kristallsubstanz gef ullten Zellraum bilden, und mit auf den 
Substraten zellraumseitig angeordneten Elektroden und 
Entspiegelungsschichten, sind auf jeweils einem Substrat 
eine Entspiegelungsschicht und auf der Ehtspiegelungs- 
schicht die Elektroden auf gebracht. 
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Fig.1 
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PatentansprQche Die Entspiegelungsschicht kanri dabei vorzugsweise 

aus AlOiTazOiTiCh oderTI02Si02 bestehen. 

1 FlQssigkristallzelle mit im Abstand zueinander Ein vorteilhaftes Verfahren zur HersteUung einer er- 
angeordneten Substraten, die zwischen sich einen findungsgemaBen FlQssigloistallzeue besteht dann, daB 
mit FlQssigkristallsubstanz gefQllten Zellraum bU- 5 in einem VakuumprozeB zunachst die Entspiegelungs- 
den und mit auf den Substraten zellraumseitig an- schicht auf das Substrat und danach eme die Elektroden 
geordneten Elektroden und Entspiegelungsschich- bildende Schicht aufgebracht wird. 

ten dadorch gekennzeichnet daB auf jeweils ei- Dabei wird das vorbereitete Substrat in einen Rezi- 

nem Substrat eine Entspiegelungsschicht (8) und pienten eingebracht und der Rezipient evakuiert Onne 

auf der Entspiegelungsschicht (8) die Elektroden 10 daB das Substrat dazwischen in lrgendemer Weise mam- 

aufgebracht sind puliert oder wieder atmospharischen Druck ausgesetzt 

2 FlQssigkristallzelle nach Anspruch 1, dadurch ge- wird, werden nacheinander die Entspiegelungsschicht 
kennzeichnet daB die Entspiegelungsschicht (8) aus und die die Elektroden bildende Schicht aufgebracht 
Al 2 03besteht Dieses kann beispielsweise durch Sputtern oder 
3. FlQssigkristallzelle nach Anspruch 1. dadurch ge- 15 durch Auf dampf en imHochyakuumerfolgen. 
kennzeichnet, daB die Entspiegelungsschicht (8) aus Die Erfindung llBt zahlreiche Ausfuhrungsformen zu. 
Ta Os besteht Eine davon ist schematisch in der Zeichnung an Hand 
4 FlQssigkristallzelle nach Anspruch 1, dadurch ge- mehrerer Figuren dargestellt und nachfolgend beschrie- 
kennzeichnet. daB die Entspiegelungsschicht (8) aus ben. Es zeigt jeweils einen Teil emer FlOssigknstallzelle 
T1O2 besteht 20 in Schnittdarstellung: 

5. FlQssigkristallzelle nach Anspruch 1, dadurch ge- Fig. 1 eine bekannte CTussigkristallzelle und 
kennzeichnet daB die Entspiegelungsschicht (8) aus Fig. 2 ein erfindungsgemaBes Ausfuhrungsbeispiel 
Ti0 2 Si0 2 besteht Gleiche Teile sind in den Figuren nut gleichen Be- 

6. Verfahren zur Herstellung einer FlQssigkristall- zugszeichenversehen. 

zelle nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 2s Bei der bekannten Fiassigknstallzelle nach Fig. 1 1st 

dadurch gekennzeichnet daB in einem Vakuum- auf einem Substrat 1 erne Elektrode 2 aufgebracht fine 

orozeB zunachst die Entspiegelungsschicht auf das Gegenelektrode 4 sowie ein weiteres Substrat 5 sind 

Substrat und danach eine die Elektroden bildende lediglichangedeutetZurVerringerungvon Reflexionen 

Schichtaufgebrachtwird. ist das Substrat 1 sowie die Elektrode 2 nut emer Ent- 

7 Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 30 spiegelungsschicht6aberzogen,woraufsichemeOrien- 

zeichnet daB die Entspiegelungsschicht durch tierungsscmcht 7 befindet, die m an sich bekannter Wei- 

Snuttern aufgebracht wird se zur Orientierung der FlOssigknstalle dient Bei be- 

Sputtern autgebracnt wira Fliissigkristallzellen ist die Aufbringung der die 

Beschreibung Elektroden uberdeckenden Entspiegelungsschicht meist 

35 mit thermischer Belastung der Substrate verknQpft, was 

Die Erfindung betrifft eine FlQssigkristallzelle mit im inverschiedenerHinsichtstorendseinkann. 

Abstand zueinander angeordneten Substraten, die zwi- Bei der Herstellung der FlussigkristallzeUe gemaB 

schen sich einen mit FlQssigkristallsubstanz gefQllten Fig. 2 wird auf das Substrat 1 zunachst eme Entspiege- 

Zellraum bilden, und mit auf den Substraten zellraum- lungsschicht 8 und danach eme die Elektroden bildende 

seitig angeordneten Elektroden und Entspiegelungs- 40 Schicht 9 aufgetragen. Beide Schichten konnen mner- 

scMchten und ein Verfahren zur Herstellung der Fltts- halb eines Vakuumprozesses erzeugt werden. AIs 

siffkristallzeUe Werkstoff fUr die Entspiegelungsschicht eignen sich ms- 

Um eine moglichst gleiche Reflektion zwischen Elek- besondere AbOa.Ta^TIO.und'nOaSiOz DieEntspie- 

troden- und Glasflachen zu realisieren, werden bei FlQs- gelungsschicht 8 und die die Elektroden bildende 

sigkristallzellen sogenannte Entspiegelungsschichten 45 ScWcht 9 werfen beide auf der gwamten Flidie des 

vorgesehen. Diese werden nach der Herstellung der Substrats 1 aufgetragen, so daB die Schicht 9 sich bis in 

Elektroden auf das Glas-Substrat bzw. die Elektroden den AnschluBbereich erstreckt, wodurch die fur die spa- 

aufgebracht Dieses Aufbringen erfordert einen zusatz- tere Kontaktierung. der HOssigkristallzelle erforderli- 

lichen Arbeitsgang, was die FlQssigkristallzelle verteu- chen Elemente gebildet werden. Beide Schichten kon- 

ert AuBerdem bUdet die Entspiegelungsschicht ein zu- 50 nen in einem "kalten" BeschichtungsprozeB hergestellt 

sStzliches Dielektrikum, wodurch im Zellraum ein Span- werden, wodurch eine Erwarmung und die damit ver- 

nungsabfall entsteht, der bei verschiedenen Anwendun- bundenen Spannungen im Substrat 1 vermieden wer- 

gen von FlQssigkristauzellen unerwQnscht ist Im Kon- den. . „, , . , 

taktierungsbereich ist eine dielektrische Schicht eben- In an sich bekannter Weise wird die Elektroden- 

falls hinderhch, so daB die auf den Elektroden aufge- 55 schicht 9 nach ihrem Aufbringen mit Hilfe yon Foto- 

brachten Entspiegelungsschichten normalerweise struk- Atz-Prozessen strukturiert Hierzu 1st es erforderlich, 

turiert werden mussea daB die Entspiegelungsschicht gegenQber dem Atemwn- 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Her- um resistent ist was bei den obengenannten Oxiden der 

steUung einer FlQssigkristallzelle mit einer Entspiege- Fall ist Nach der Herstellung der Elektroden wird in 

lungsschicht mit geringemAufwandzuermftglichen. eo ebenfaHs bekannter Weise die Orientierungsschicnt 7 

Die erfindungsgemaBe FlQssigkristallzelle ist dadurch aufgebracht 
gekennzeichnet daB auf jeweils einem Substrat eine 
Entspiegelungsschicht und auf der Entspiegelungs- 
schicht die Elektroden aufgebracht sind. 

Ein Vorteil der erfindungsgemaBen FlQssigkristallzel- 65 
le besteht darin, daB die Entspiegelungsschicht zusam- 
men mit der die Elektroden bildenden Schicht in einem 
VakuumprozeB aufgebracht werden kann. 
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